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【研究背景】サーモパイル型イメージセンサ
の感度は熱電対の数とゼーベック係数に比例し，
サーモパイルの熱伝導率に反比例する．これら
のパラメータの改善によって感度を向上させる
1つの手段として，サーモパイル部分にナノワ
イヤ熱電材料を導入することが考えられている
[1,2]．我々は，P原子ドープしたSiナノワイヤ
列に対して 1本置きに収束イオンビーム (FIB)
によるGaイオン注入を行うことで，n型 Siと
p型Siのナノワイヤのサーモパイル作製を試み
ている．本研究では，Gaを注入した n型 SOI
層のゼーベック係数測定により p型 Siの形成
を確認し，共ドープ Siのゼーベック係数の理
論計算を基にして測定結果を議論する．
【実験方法】元になる n型 SOI層の P濃度
は 5.1 × 1017 cm−3であった．この SOI層に対
して，Gaイオンを 4.0×1013 cm−2と 3.5×1014

cm−2の 2種類の量で注入した．試料の片側を
ヒータで加熱して試料の温度差を変化させなが
ら，発生する熱起電力の測定を行った．
【実験結果】図 1は，P原子をドープした n
型SOI層とGaイオンを注入したSOI層の各測
定時間において発生した熱起電力 ∆Vを示して
いる．P原子をドープした SOI層の ∆Vは正の
値を取り，Gaイオンを注入した SOI層の ∆V
は負の値を取っていることから，Gaイオン注
入によって p型 Siが形成されたことを確認で
きた．
電子と正孔のボルツマン輸送方程式から理論
的に計算した共ドープ Siのゼーベック係数を，
Ga濃度の関数として図 2に示す．また，Gaイ
オンを注入したSOI層のゼーベック係数の測定
値も同図にプロットした．この図から分るよう
に，理論計算値は実験値を良く再現できている．
従って，本研究で作製したGa濃度では，ゼー
ベック係数はキャリアの寄与によるものが主で
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Fig. 1: Time evolutions of the measured∆V.

Fig. 2: Calculated and measured Seebeck coeffi-
cient as a function of Ga concentration.

あり，フォノンドラッグの寄与はほとんどない
ことが示唆される．
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